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１．概要（Summary） 

DNA は半導体としての性質があり、無機半導体と同様

にゲート電圧を変化させることで、トランジスタ特性を示す

ことが知られている[1]。本研究は、DNAトランジスタの

作製において、トランジスタ特性の再現を示しつつ、

インバータ回路や特性向上を検討し、研究に取り組ん

でいる。今回は、以前より作製している DNA Si-MOS 

FETの特性改善に向け、SOIウエハの SOI層を加工

した Siアイランドの低抵抗化を実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオン注入装置、マスクレス露光装置、エッチング装置

(RIE SiO2用)、エッチング装置(レジストAshing用) 、

インプラアニール炉 

【実験方法】 

SOI層を細線加工した SOIウエハサンプルにイオン注

入を行った。イオン種はBF2+、注入角度は 7°、ドーズ量

は 1×1015 cm-2、加速エネルギーは 30 keV とした。次に

マスクレス露光装置を用いて Si アイランドパターンのリソ

グラフィを行った。使用したレジストは ip3300 (東京応化

工業(株), ポジ型)、露光条件は 350 mJ/cm2 である。そ

の後、エッチング装置(RIE SiO2用)にて、CF4ガスの

みでSiをエッチングし(エッチング条件：0.3 Torr, 157 

W)、エッチング装置(レジスト Ashing用)にてレジス

トを除去した。最後に N2雰囲気中で 900℃、30分の

活性化アニールを行い、Siアイランドの低抵抗化プロ

セスを完了させた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に作製したDNAトランジスタ用 Siアイラン

ドの光学顕微鏡写真を示す。EB とドライエッチング

によって作製したナノスケールの細線が DNA トラン

ジスタのチェネルとして機能する。加工については十

分に再現ができた。従来の DNAトランジスタよりも、

さらなる低抵抗化が期待される。 
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Fig. 1 optical microscope image of Si island for DNA 

transistor. 
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